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1. はじめに 
大規模集積回路上オンチップ光配線の実現に向け

た光源として我々は半導体薄膜分布反射型レーザを
提案、実現してきた[1]。これまでに、低消費電力動作
可能なリッジ埋め込みストライプ構造を導入した半
導体薄膜分布反射型レーザの理論検討を行っており
[2]、今回、MOVPEによるリッジ構造の形成を見据え
た微分抵抗の理論検討とMOVPEによるリッジ埋め込
みストライプ構造の形成を行ったのでご報告する。 
 
2. 計算結果及び作製 

Fig. 1にリッジ薄膜導波路型半導体薄膜分布反射型
レーザの断面図を示す。活性層は先行研究[3]と同じく
5層量子井戸を用いており、活性層幅は 0.8 μm、コア
厚は 270 nm である。InP サイドクラッド層をコア層
よりも薄くしたリッジ構造を導入することで、活性層
への光閉じ込めを強くし、電極端と活性領域端の距離
D を短縮することによる微分抵抗の低減が可能とな
る。今回、実際の再成長で生じるスロープを想定して
傾き dx を導入したときの導波路損失と微分抵抗を計
算した。 

Fig. 2 に DFB 領域長 30 μm における微分抵抗の計
算結果を示す。導波路損失が D = 3 μm の値から 5%上
昇する位置まで Dを短縮できると仮定して計算した。
リッジの深さ d = 50 nm において、dx = 0.5 μm 以下
では理想的なリッジ構造(dx = 0)と同様な微分抵抗の
結果が得られたが、dx = 1.0 μm においては光閉じ込
めが弱くなり Dを大きく短縮できないため、dx = 0よ
りも高い抵抗となった。 

Fig. 3に MOVPEの成長時間制御によるリッジ薄膜
導波路構造形成の結果を示す。今回、従来の平坦構造
の成長時間から InP を 40 nm 成長するごとにマーカ
ーとしてGaInAsを 10 nm挿入する方法で成長時間の
確認を行った。この結果をもとにリッジ埋め込みスト
ライプ構造を作製したところ、d = 50 nm, dx = 180 nm

の形状が得られた。  
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Fig. 1 Cross section of membrane DR laser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Ridge depth dependence of differential  

resistance of membrane DR laser. 
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Fig. 3 (a) Change in time of InP thickness,  
(b) epitaxy of ridge-waveguide structure. 
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